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射频等离子体增强化学气相沉积SiNx薄膜的研究 

潘永强

西安工业大学 光电工程学院,西安 7100321 

收稿日期 2006-4-3   修回日期 2006-6-16   网络版发布日期   2007-6-21   接受日期    

摘要  采用射频等离子体增强化学气相沉积技术,以N2和SiH4作为反应气体,在P型硅基片上进行SiNx薄膜的沉积.
使用椭偏仪对薄膜厚度和光学常量进行了测量, 用傅里叶变换红外光谱仪对SiNx薄膜的化学键合结构进行了分析.
研究了基片温度、射频功率以及N2和SiH4的气体流量比率等实验工艺参量对薄膜沉积速率和光学常量的影响.结果
表明,射频等离子体增强化学气相沉积技术沉积的SiNx薄膜是低含氢量的SiNx薄膜,折射率在1.65~2.15之间,消光
系数k在0.2~0.007之间,当SiNx薄膜为富氮时k≤0.01,最高沉积速率高达6.0 nm/min,N2和SiH4气体流量比率等于
10是富硅和富氮SiNx薄膜的分界点. 
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